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บทคดัยอ่ 
 
การทดลองน้ีไดท้  าการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนน าไฟฟ้าโดยวิธีซีวีดีแบบขดลวดความร้อนจากแก๊ส
อะเซทิลีน และไดศึ้กษาลกัษณะโครงสร้างผลึก ค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบแผน่ และค่าการส่องผา่น
แสง ซ่ึงการทดลองไดแ้บ่งออกเป็นสองตอน การทดลองตอนแรกเป็นการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนบน
แผ่นเวเฟอร์ท่ีมีพื้นผิวเป็นซิลิคอนไดออกไซด์ รามานสเปกตรัมแสดงลักษณะโครงสร้างท่ีเป็น
แกรไฟต ์มีค่าอตัราส่วน ID/IG ~0.7-0.9 มีขนาดของผลึก ~19-24 nm และค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ
แผน่ 85-221 โอห์ม/ตารางเซนติเมตร เม่ืออุณหภูมิในการสังเคราะห์ท่ีเพิ่มข้ึนพบวา่ค่าอตัราส่วน ID/IG  
และค่าความกวา้งพีคของแกรไฟต์ (G peak) มีค่าเพิ่มข้ึน เน่ืองจากความบกพร่องในโครงสร้าง
แกรไฟต์ท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลท าให้ขนาดของผลึกมีค่าลดลง ตอนท่ีสองเป็นการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอน
บนควอตซ์ รามานสเปกตรัมแสดงลกัษณะโครงสร้างของคาร์บอนอสัณฐานท่ีมีการจดัเรียงตวัแบบ sp 
ผสมอยู่ มีขนาดของผลึก ~18 Å  และค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบแผน่ ~0.6-9.1 กิโลโอห์ม/ตาราง
เซนติเมตร เท่ากนักบัฟิล์มบางแกรไฟต ์อนัเน่ืองมาจากคุณสมบติัทางดา้นไฟฟ้าของคาร์บอนท่ีมีการ
จดัเรียงตวัแบบ sp ผสมอยูใ่นโครงสร้างของฟิลม์ ช่วยให้ฟิล์มคาร์บอนอสัณฐานมีการน าไฟฟ้าท่ีดีข้ึน 
เม่ืออุณหภูมิท่ีใช้ในการสังเคราะห์ท่ีเพิ่มข้ึน พบว่าความกวา้งพีคของแกรไฟต์มีค่าลดลง และความ
กวา้งพีคของคาร์บอนท่ีมีการจดัเรียงตวัแบบ sp มีค่าเพิ่มข้ึน เน่ืองจากโครงสร้างของฟิล์มมีการจดัเรียง
ตวัของคาร์บอนในแบบ sp2 ท่ีมากข้ึน และมีการจดัเรียงตวัของคาร์บอนในแบบ sp ท่ีลดลง  
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Abstract 

 

In this work, the conductive carbon films were prepared by thermal chemical vapor 

deposition (TCVD) from acetylene (C2H2) precursor. The electronic structure, sheet 

resistance and transparency were studied. This work contains two different experiments. 

In the first experiment, the carbon films were synthesized on texture SiO2/Si wafers. 

The Raman spectra showed graphitic structure with a ID/IG ratio of 0.7-0.9. The 

estimated in-plane crystallite size (La) was found to be in the range of 19-24 nm. Sheet 

resistance of graphite films were in the range of 85-221 Ω/sq. The ID/IG ratio and the 

full width at half maximum (FWHM) of G peak increased with increasing the growth 

temperature. This is due to the increasing temperature result in increasing the number of 

disordered carbons in the films which caused the reduction of crystallite size. In the 

second experiment, carbon films were synthesized on quartz slides. The Raman spectra 

showed amorphous structure coexisted with sp carbon hybridization. The average 

crystallite size of ~18 Å was obtained from amorphous carbon films. The sheet 

resistances of the films was in the range of 0.6-9.1 kΩ/sq which the same as that of thin 

graphite films. The mixture of sp carbon hybridization in the films caused the reduction 

of sheet resistance. The FWHM of G band decreased while that of C band increased 

with increasing growth temperature because of the increase of carbon in sp
2 

hybridization and decrease of sp
 
hybridization fraction in the films.  
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